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Slovni vyjadieni, komentare a pfipominky vedouciho/oponenta:

PiedloZena diplomova préace slecny Chlupové se zabyva problematikou depozice funkénich vrstev
do jednotlivych struktur velmi malych rozmérti — mikrokanalii planarniho palivového mikroclanku
na kfemikovém cCipu pomoci elektronové litografie (EBL) v tadkovacim elektronovém
mikroskopu (SEM). Prace je experimentdlniho charakteru a pro jeji feSeni bylo nutné si osvojit
praci s mikroskopem Mira III vybaveného detektorem rentgenovského zareni (EDX), ktery byl
k vlastni litografii pouzit, a mikroskopem Lyra s instalovanym fokusovanym iontovym svazkem
(FIB), systémem napousténi plynt (GIS) a dale pak s mikroskopem atomarnich sil (AFM),
pomoci kterého byl kontrolovan povrch rezistll po jednotlivych krocich EBL. V rdmci fesSeni prace
slena Chlupova nejdfive testovala piipravu jednovrstvych rezisti na povrch hladkého
kifemikového waferu pomoci techniky odstfedivého liti a jednotlivé parametry dil¢ich procesii
EBL tak, aby proces elektronové litografie prob&hl tspésné. Nalezeni vhodnych parametra pak
vedlo k ptipravé a optimalizaci depozice rezistli na strukturovaném (nerovném) povrchu kiemiku.
Vhodné kombinace tloustky elektronovych rezistl, parametrti jejich depozice a expozice
elektronovym svazkem véetné specifickych pracovnich postupti nezbytnych pro praci s nerovnymi
povrchy pak byly pii EBL aplikovany v n€kolika krocich po sobé. Provedeny nékolikandsobny
proces EBL vedl k Gspé$né depozici vodivych (Au) a katalyticky aktivnich vrstev Pt a CeOy/CNy
do kanali na povrchu kiemikového substratu. Pfitomnost dil¢ich funk¢nich vrstev na specifickych
mistech mikrokanall pak byla ovéfena metodou EDX. V ramci feSeni diplomové prace se autorce
podaftilo ziskat fadu dil¢ich poznatkli o procesech, jednotlivych pracovnich postupech a volbé
parametr pfi EBL na mikroskopech typu MIRA (Tescan). Ziskand data jsou origindlni a
vyznamna z hlediska konstrukce prototypu vodikového palivového mikroclanku na Cipu.

Pies dobrou odbornou troven mam k vlastni diplomové praci vytky, tykaji se predevsim redakce
prace, které¢ dle mého nézoru nebyla vénovana dostateCna pozornost. Nékteré pasdze textu jsou
ptili§ strucné a zavad¢jici, a nevysvétluji tak dostatecné podstatu véci. Piikladem mulze byt véta
(str 73, 4. odstavec shora): ,,Morphology of the CN,/CeOx was the same as in case of clean Si and
layer on the bottom (Figure 66 — mimochodem chybné ¢islovany) did not seem to be even similar
to layers from [20]. V textu prace se vyskytuje celd tada pieklept, prevzaté obrazky maji
nedostatecné rozliSeni, nékteré kapitoly a obrazky jsou chybné Cislovany, ... .
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